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[背景] 従来の半導体上にエピタキシャル成長し、

バンドギャップ(Eg)が、1.8-2.5 eVである半導体は

限られている。我々はウルツ鉱型構造のMgSnN2 

(wz-MgSnN2)を GaN(001)上にエピタキシャル成

長させ、Eg  2.7 eVであることを明らかにした。[1]

したがって、wz-MgSnN2は従来の緑色発光半導

体の代替材料として期待できる。本研究では

wz-Mg1+xSn1-xN2薄膜を GaN(001)上にエピタキシ

ャル成長させ、カチオン比 xの変化により、Eg及び

電気伝導性の制御が可能であるかを調べた。 

 [実験] 窒素雰囲気下で、Mg と Snを共スパッタ

することで、400℃に加熱した GaN(001)基板上に

wz-Mg1+xSn1-xN2薄膜を作製した。X線回折測定

(XRD)、Hall効果測定、分光透過・反射測定、

ICP発光分析により評価した。 

[結果] 図 1は wz-Mg1+xSn1-xN2薄膜の代表的な

XRDパターンである。x = -0.2～0.2 の広い範囲

で、単相の wz-Mg1+xSn1-xN2のエピタキシャル薄

膜が得られることがわかった。 

図 2に示したTaucプロットを使って、Egの x依存

性を調べた。この結果から、wz-Mg1+xSn1-xN2の組

成が Sn過剰 (x < 0)からMg過剰 ( x > 0)になる

につれて、Egは 2.8 eVから 2.2 eVに小さくなって

いくことがわかった。 

今回作製した薄膜は、組成によらず n型伝導を

示した。抵抗率、電子濃度、移動度はそれぞれ x 

が増えるにしたがって、10-1から 10-2 Ω･cm、1020

から 1019 cm−3、8から 3 cm2･V−1･s−1と変化してい

くことがわかった。 

以上から、wz-Mg1+xSn1-xN2エピ膜の xを変化さ

せることで物性の制御が可能であることがわかっ

た。xによる物性変化の起源については当日議論

する。 
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図1 wz-MgSnN2薄膜のXRDパターン。※で記されているピー

クは GaN,Sapphire のピーク 

図 2 wz-Mg1+xSn1-xN2膜の Tauc プロット。挿図は

Eg vs x 図を示す 
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